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R4sumd. L'dtude porte sur des couches minces de GaAs et de GaASN amorphes ddposdes

par pulvdrisation cathodique RF r6active
sur

des substrats de GaAs cristallin. Les caract6-

ristiques 61ectriques 1(V) et C(V) ont did mesur6es. Les h6tdrojonctions a-GaAs/c-GaAs(n)
prdsentent un effet redresseur. Cet effet laisse place h

une
caractdristique symdtrique avec une

forte attdnuation de l'intensitd du courant pour les structures a-GaASN/c-GaAs(n). Les struc-

tures rdalisdes ont alors
un comportement semblable h celui d'une structure MIS imparfaite.

L'existence d'une charge positive fixe dans le a-GaASN
a

dtd mise en dvidence. La densitd des

dtats d'interface
au

milieu de la bande interdite est dvalude h quelques I0~~cm~~eV~~

Abstract. Heterojunctions were fabricated by deposit of amorphous GaAs and GaASN on

c-GaAs. I(V) and C(V) measurements were performed to determine electrical properties of these

structures. The a-GaAs/c-GaAs(n) heterojunctions present a p-n junction like behaviour. The

characteristics of the a-GaASN/c-GaAs(n) heterojunctions present a
MIS like structure beha-

viour with some imperfections. A fixed positive charge
was

detected and
a

density of interface

states of about 10~~ ev~~cm~~
was evaluated.

1. Introduction

Les semiconducteurs amorphes furent assez peu dtudids jusqu'en 1970, annde oh Chittik iii
signale la possibilitd de doper le silicium amorphe (a,Si) obtenu par ddcomposition de silane

dans une d4charge luminescente. Ensuite, entre 1975 et 1979, Spear et Le Comber [2-4] rdali-

sent de nombreux travaux sur ce matdriau et montrent en particulier le r61e prApond4rant de

l'hydrogAne dans la compensation des ddfauts du a-Si. Cet effet semble s'appliquer h d'autres

semiconducteurs du groupe IV comme le germanium amorphe [3].
Alors que les travaux sur le silicium amorphe connurent un ddveloppement spectaculaire,

avec notamment des applications photovoltaiques, les 4crans plats ou les transistors en films

minces (TFT), les dtudes sur le GaAs amorphe (a-GaAs) furent trAs peu nombreuses. Pourtant

la comparaison des propridtds optodlectroniques du Si et du GaAs cristallins permet d'espdrer
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un comportement plus avantageux du a-GaAs en particulier dans les doInaines photovoltkique

et optodlectronique.

DAS 1972, Beyer et Stuke [5] dtudiArent les ph4no1nAnes de transport dans des couches minces

a-GaAs ddposdes par dvaporation flash. En 1977, Hauser [6] trouve par RPE une densitd d'4tats

localisde de l'ordre de 101° ev~~cm~~. La mAme ann4e Paul iii rapporta l'influence de l'hy-
drogAne sur les propridtds dlectriques et optiques du a-GaAs et suppose que l'hydrogAne a un

effet analogue h celui observd sur le silicium.

En France, ce semiconducteur fut particuliArement Atud14 par trois laboratoires.

Theye et Gheorghiu [8-15] 4tudiArent GaAs, GaP et Gasb amorphes dAposAs par Avaporation
flash. Leur contribution porte particulibrement sur la caractArisation optique en corr41ation

avec le d4sordre du matAriau et diffArents traitements : recuit, post-hydrogAnation.

Aguir et Despax AtudiArent les composAs a-Ga~Asi-xH obtenus par pulvArisation rAactive

R-F- d'une cible de gallium et d4composition d'arsine [16-19].

Notre travail a dAmarrA en 1979 par l'dtude de a-GaAs obtenu par pulvArisation cathodique
R-F- Cette Atude comportait l'hydrogAnation du matAriau par pulvArisation rdactive dans un

plasma d'argon-hydrogAne [20, 21]. Elle a perInis de d4terminer les conditions expArimentales

permettant d'obtenir un mat4riau stcechiom4trique et amorphe [22-25]. L'dtude des caractdris-

tiques 41ectriques et physico-chimiques de ce matAriau [26, 27] a montrd que le a-GaAs d4pos4
h tempArature ambiante contient un excbs d'arsenic et a une rAsistivitA de l'ordre de 10~Q

cm

avec un gap optique de I,I eV. L'hydrogAnation Alargit ce gap jusqu'h 1,45 eV et la rdsistivitA

augmente de quatre d4cades environ. L'414vation de la tempArature du substrat permet d'ob-

tenir un mat4riau stcechiom4trique vers 300 ° C. Darts ce cas, la rAsistivitA est de l'ordre de

10° Q cm et la largeur du gap optique est de 1,5 eV. La densitd d'Atats localisAs est alors de

l'ordre de 4 x 10~~ ev~lcm~~

Cette Atude s'est poursuivie par la rAalisation d'hAt4rojonctions a-GaAs/c-Si obtenues sur

silicium de type p [28] et sur silicium de type n [29]. Pour favoriser la croissance d'une phase
amorphe, il est nAcessaire de dAposer la couche h faible tension d'autopolarisation (foible puis-

sance R-F-) tout en gardant un produit pression-distance inter-Alectrodes AlevA. Darts ces condi-

tions, la tempArature maximale de d4p6t dormant
un

film amorphe est de 150 °C et le mat4riau

obtenu contient un 14ger excAs d'arsenic (51 $l). A la tempdrature ambiante les courants directs

sont de l'ordre de 10~~ A/cm2 pour une polarisation de 0,4 V sur
Si(p) et de 0,7 V pour Si(n).

Le processus de conduction dans ces structures pourrait Atre interprdtd par un processus de

capture-dmission par effet tunnel pour le courant direct alors que le courant inverse serait dfi

h un phAnomAne de gAnAration.

Nous sommes ensuite passA h la rAalisation d'h4tArostructures a-GaAs/c-GaAs. L'objec-
tif dtait d'dtudier la possibilit4 de r4aliser une structure MIS en utilisant le a-GaAs comme

passivant. La rdalisation d'une capacitd MIS sur GaAs pr40ccupe depuis longtemps les cher-

cheurs [33-44]. Les principaux inconv4nients rencontr4s sont soit des temp4ratures d'41abo-

ration trop 41ev4es (> 400 °C), soit des ddsaccords de structure importants entre le didlec-

trique et le substrat. De ce fait, les structures obtenues comportent trop d'dtats d'interface

(> 10~~ eV~~cm~2) qui imInobilisent le niveau de Fermi du c-GaAs.

Notre mdthode d'dlaboration permet de nous affranchir de ces deux inconvdnients le d4p6t se

fait h tempdrature peu 4levAe (< 150 °C) et, de plus, les propriAtds physico-chimiques du a-GaAs

sont pratiquement comparables h celles du substrat. On peut cependant noter l'insuffisance de

la rdsistivitd de a-GaAs (10~ 10° Q cm) comparde h celle d'un bon d141ectrique.

C'est la raison pour laquelle nous avons ensuite rdalis4, par pulvdrisation rdactive dans un

m41ange d'argon et d'azote, des couches minces amorphes de GaASN afin d'augmenter la rd-

sistivit4 des films d6posds.
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Le travail que nous ddcrivons darts ce document porte sur les hdtdrostructures a-GaAs/c-
GaAs(n) et a-GaASN/c-GaAs(n). Le ddp6t de a-GaAs dome une h4t4rojonction alors que celui

de GaASN dome une structure de type MIS.

2. Etude des structures a-GaAs/c-GaAs

2. I. PRkPARATION DES kCHANTILLONS. Les substrats utilisds sent constitu4s d'une couche

de GaAs d'environ 3 ~t1n d'dpaisseur dpitaxide sur des plaquettes de GaAs trbs fortement dqpdes.
La concentration des dtats donneurs dans les couches 4pitax14es sont ND

=
9 x

10~~ cm~~

La surface des substrats utilis4s est d'environ 0,6 cm2.

Le ddp6t des couches de GaAs amorphe est fait par pulvdrisation d'une cible monocristalline

de GaAs dans un biti de pulvdrisation cathodique R-F- conventionnel. L'4paisseur des couches

d6pos4es est d'environ 500 nm.

Les paramAtres de ddp6t out 4td fixdes h la suite d'une dtude expArimentale approfondie

sur les conditions de d4p6t de films de GaAs amorphe sur des substrats de Si monocristallins

[28-30]. Seule la tempdrature des substrats de GaAs a AtA maintenue h l'ambiante pour dviter

la croissance de couches polycristallines qui prdsentent d'autres propridtAs.
Les conditions exp4rimentales de dAp6t utilisAes lors de cette dtude sont pression d'argon

de 6,67 Pa, distance inter-41ectrodes de 3 cm, tension d'autopolirisation comprise entre 600 et

700 Volts ce qui correspond h une puissance radiofrdquence de 25-30 Watts, durde de d4p6t
de 1,5 heures. Le substrat est h la tempArature ambiante, car des tempAratures plus dlevdes

favorisent la croissance de couches cristallines. Le choix de ces conditions exp4rimentales a dtd

dicta par l'4tude sur le GaAs amorphe Avoqu4e ci-dessus.

Le mat4riau amorphe ainsi obtenu a les caractdristiques d'un semiconducteur type n de rdsis-

tivitd dlev4e (10~ Q cm) avec une bande interdite de l'ordre de I,I eV [27].
AprAs r4alisation du ddp6t, des contacts mdtalliques sont dvapords sur chacune des faces de

l'dchantillon. Sur les films de a-GaAs, les contacts sont en or. Ils ont une surface moyenne de

0, 78 x
10~2 cm2. Sur les substrats de GaAs-n+ c'est l'indium qui est utilis4. Ces contacts sort

d4crits comme ohmiques darts la litt4rature iii, 29].
Les caractdristiques C-V des structures dtudides sort mesurdes h l'aide d'un pont RLC HP

4275A multi-fr4quences. Les caractdristiques I-V sont obtenues h l'aide d'un dlectromAtre HP

41408.

2.2. R#SULTATS ET DISCUSSIONS. Nous prdsentons sun la figure la) la structure de test uti-

lisde pour les mesures 41ectriques. La figure 16) montre un exemple de caractdristique capacit#-
tension h I MHz. Les caract4ristiques courant-tension sont montrdes sur les figures 2 et 3.

Toutes ces caractdristiques out 4td relevdes h tempdrature ambiante. Leur examen permet
de faire des constatations qualitatives communes aux deux types de structures dtud14es

Une variation assez grande de la capacitd est observde traduisant le ddveloppement d'une

zone de charge d'espace importante au niveau de la jonction amorphe-cristal.
La capacitA continue d'augmenter quand la structure est polarisAe en directe.

Les courants directs et inverses, trAs dissymdtriques, expriment un caractAre redresseur

marqu4.

Dans les rares Atudes concernant ce type de structure, Kumabe et al. [45] ont observA des

caractAristiques semblables.

Les modAles d'hAt4rojonctions abruptes appliquds h ces structures a,GaAs/c,GaAs
De per-

mettent pas de ddgager les diffdrents paramAtres caractdristiques d'une hdtArojonction comme

les discontinuitds des bandes, le potentiel de diffusion ou encore le diagrarnme dnerg4tique.



1576 JOURNAL DE PHYSIQUE III N°10

C(nF /cm ~)

l 2

..I )...
i.....

v 1~ ...-......(. .........l....... .....(.... ......I...... I..

~
...[ .-..l.... (.... .....I..

Au

~ :... I.... .I I..

n c-GaAS
n+c-GaAs

~
l.....

.;

In '

6 vjvoLTs)

5 4 3 2 1 O 2

a) b)

Fig. I. a) Structure de test b) Caractdristique capacitd-tension de la structure Aula-GaAs/c,
GaAs(n)/In.

[a) Test structure b) Capacitance,Voltage characteristics of Aula-GaAs/c-GaAs(n)/In.]
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Fig. 2. Caractdristique courant-tension de la structure Aula-GaAs/c-GaAs(n)/In.
[Current density-Voltage characteristics of Aula-GaAs/ c-GaAs(n)/In.]

En efiet les caractdristiques C~~
=

f(V)
ne sent pas linAaires ce qui rend trAs difficile leur

exploitation mAme en utilisant les approximations que nous avons fortes pour les structures

a-GaAs /c-Si(p et n) [28, 29]. Nous pensons qu'une importante densitd d'dtat de surface est pr4-

sente au niveau de l'interface. En effet, les films de a-GaAs sont ddposds I froid ce qui entraine

une densitd d'dtats dlevde dans le gap [4]. De plus, la qualit4 de la surface des substrats est

trAs sensible aux contaminations et h la formation d'oxydes.
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Fig. 3. Caractdristiques courant-tension des structures Aula-GaAs/c-GaAs(n)/In a) et Aula,
GaASN/c-GaAs(n)/In

a
(log-lin), b) (lin-lin).

[Current density-Voltage characteristics of Aula-GaAs/c-GaAs(n)/In a) and Aula-GaASN/c-
GaAs(n)/In

a
(log-lin), b) (lin-lin).]

3. Etude des structures a-GaASN/c-GaAs in)

3.I. LE PROBLkME DANS LA PASSIVATION DE GAAS. L'oxydation du GaAs engendre des

surfaces instables et un isolant de qualitd mddiocre. Le digramme de phase du systAme Ga-As-O

a dtd dtudid en ddtail par Thurmond et al. [38]. Il montre la possibilitd d'existence de diverses
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formes oxyd4es telles que Ga203, As203, As205, GaAs04..., et que les seules phases stables

en pr6sence de GaAs sont Ga203, Ga et As. Ce r6sultat, bien qu'obtenu dans des conditions

d'dquilibre thermodynamique, semble pouvoir Atre 4tendu au cas des surfaces et interfaces de

GaAs puisqu'il est bien dtabli que les oxydes As203 et As205 rdagissent avec le GaAs en

produisant de l'arsenic d14mentaire h la surface du matdriau. Les oxydes de GaAs ne se prAtent

donc pas h une borne passivation de la surface de ce matdriau. Une des principales diilicultds

rencontrdes dans la passivation de GaAs rdside dans la ndcessitd de s'affranchir de la pr4sence
d'oxyde natif h sa surface et d'op4rer dans une ambiance exempte d'oxygbne [40]. Divers auteurs

ont montrd que la dAsoxydation-nitruration de GaAs suivie d'un ddp6t de nitrure de silicium

peut produire une bonne passivation de GaAs en particulier du point de vue de la morphologie
de l'interface et de sa stabilitd physico-chimique [39, 41].

Le GaN dtant un isolant, nous avons alors fait l'hypothAse que le composA ternaire a-GaASN

aurait des propr14tds d'isolant sup4rieures h celles du a-GaAs. S'il s'av4rait de plus que si le

compos6 GaASN dtait stable, l'41aboration de structures MIS deviendrait possible.

Les alliages de GaASN cristallins ont fait l'ob jet de trAs peu d'4tude. R4cemment Wayers et al.

[46] publiArent un article sur l'41aboration par MOCVD de couches cristallines de GaAsi-xN~

(0 < z < 0, 015). Quant aux alliages de GaASN amorphes, aucune dtude n'a 4td mende jusqu'h
pr4sent.

3.2. PRkPARATION DES kCHANTILLONS. Nous averts synthAtisA par pulv4risation rAactive

des couches minces de a-GaASN amorphe sur des substrats monocristallins de GaAs. Le gaz
r4actif, l'azote, est ajout4 h l'argon en quantit4 contr614e. La nitruration in-situ du d6p6t a pu

ainsi Atre effectu4e.

Les conditions exp4rimentales utilis4es pour l'dlaboration des alliages de a-GaASN sont celles

d4crites ci-dessus hormis la temp4rature de d4p6t qui a dtd maintenue h 423 K, la durde de

ddp6t h 30 minutes et le mdlange d'argon et d'azote h 0,67 Pa d'azote pour une pression totale

de 6,67 Pa. Ces paramAtres ont Atd fixds (sans Atre optimisds) en fonction de travaux antdrieurs

sur le a-GaAs pour permettre une comparaison aisle des rdsultats en fonction de la prdsence
d'azote.

Les r4sultats de spectroscopie RAMAN nous ont permis de vdrifier le caractAre amorphe
des couches d4posdes. Les rdsultats d'analyse ESCA autorisent l'hypothAse d'une structure

chimique de la forme a-GaAsi-xN~. Les rdsultats publids par Weyers [47] sur les alliages
GaASN confirment cette hypothbse. Cependant nous n'avons pu d4terminer avec prdcision la

composition de nos alliages.

3.3. RtSULTATS ET DlscussloNs. Les courbes qui illustrent la variation du courant qui
traverse les structures a-GaASN/c-GaAs(n)

en fonction de la tension de polarisation h la tem-

pdrature ambiante et h l'obscuritd sont reprdsentdes dans un repAre semi-logarithmique sur

la figure 3a et en lindaire sur la figure 3b. Cette courbe est compar4e h celle d'une structure

form4e avec du a-GaAs.

On peut tout d'abord constater une forte diminution de l'intensit4 du courant. Cette at-

tdnuation du courant confirme le caractAre plus rdsistif des films de a-GaASN. D'autre part,

l'effet redresseur constatd sur les structures a-GaAs/c-GaAs a fait place h une caract4ristique

pratiquement sym4trique. La figure 3b montre que cette sym4trie devient discutable Pour des

polarisations directes supdrieures h 0,8 V. La non lin4aritd de la courbe pose alors le problAme
d'injection de charges h travers la couche de a-GaASN qui doit probablement Atre h l'origine
de l'augmentation du courant.
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Fig. 4. a) Caractdristique capacitd-tension de la structure Aula-GaASN/c-GaAs(n) fin h 10 kHz,
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en
fonction de la tension.

la) Capacitance-Voltage characteristics of Aula-GaASN/c-GaAs(n) fin at I0kHz, I00kHz IMHz b)
I /C~

versus voltage.]

Les courbes C-V h trois frdquences et h temp4rature ambiante, des structures a-GaASN/c-
GaAs(n) sont reprAsentAes sur la figure 4. Elles sont pratiquement confondues pour les diff4-

rentes frAquences entre 10 kHz et I MHz et correspondent h cellos que l'on peut obtenir avec

une structure MIS prAsentant un certain nombre d'imperfections.

Le rAgime d'inversion n'est pas atteint alors qu'une amorce d'accumulation est observAe. La

capacit6 de ces structures continue h dAcroitre pour des tensions inverses plus dlevdes et on

peut supposer que les trous minoritaires, de concentration trAs faible, gdndrds dans la zone de

ddpldtion ne forment pas une couche d'inversion. Ils peuvent aussi s'4chapper h travers les films

de a-GaASN. Un r4gime de ddpldtion profonde est donc observ4. Ce rdgiIne reste stable, ce qui

pose le problAme de la mise en dvidence de la gdndration des minoritaires. Quand au r4gime
d'accumulation, son dtude doit prendre en compte les pibges et l'injection de charges darts la

couche de a-GaASN. L'hypothAse d'une grande densitd de piAges h l'interface qui bloquerait
l'dvolution des courbes C-V pour certaines frdquences (cf. Fig. 4a) peut bien stir @tre dvoqude.

Notons cependant qu'une mesure de la capacit4 d'une couche de a-GaASN ddposAe sur c-

Si(n+) donne une valeur constante et proche de 24 nF/cm2 dans les mAmes conditions que

pr4cddemment. La v4rification de ces mesures passe par la connaissance de la valeur de la

constante didlectrique de la couche de a-GaASN.
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Les concentrations de dopants dans les substrats peuvent Atre calculAes h partir de la capacitA
mesurAe en dAplAtion [48] h la frAquence de lMHz, en utilisant l'Aquation

d
A / m) ~ ~

NA,D
"

2 qe~
~~

off Cm est la capacitA mesurAe, A sa surface et e~ la constante didlectrique du GaAs.

Nous obtenons une valeur de ND
=

9, 4 x 10~~ cm~~ (voir Fig. 4b). Cette valeur est trAs proche
de celle indiquAe par le foumisseur.

Nous allons maintenant effectuer une Atude comparative des caractAristiques C(V) mesurdes

avec les caractdristiques C(V) th40riques.
Le calcul de la caractdristique C(V) d'une capacitd MIS iddale ndcessite la connaissance de

la valeur de la capacitd gdom4trique de l'isolant. Nous avons utilisd dans nos calculs la valeur

asymptotique de la capacitd h I MHz en rdgime d'accumulation (Fig. 4).
Nous avons reprAsentA sur la figure 5, la courbe expArimentale et les courbes thAoriques obtenues

h partir de l'approximation de ddsertion [49] et du calcul exacte d'une capacitd MIS [50].
La courbe C(V) expdrimentale suit parfaitement la courbe iddale en rdgime d'accumulation et

en rAgime de dAplAtion lorsqu'on la translate d'une valeur constante le long de l'axe des tensions.

Ce ddcalage mesurd h la tension de bandes plates VFB, qui correspond h une polarisation nulle

darts le cas de la courbe idAale, peut @tre relid d'une part, h la dilfdrence des travaux de sortie

du mdtal et du substrat semiconducteur #m~ et d'autre part, h la prAsence d'une charge fixe Q
dans l'isolant et dont le signe commande le sens du ddcalage.
Dans le cas de la figure 5, la tension de bandes plates est de -2V. La charge comprise dans

l'isolant est donc positive et sa valeur peut Atre estimde h partir de la relation [51]

Ci

oh

4ms
"

4m (x + )~ i~B)

reprdsente la diffdrence des travaux de sortie entre le mdtal et le semiconducteur avec #m
=

4, 8 eV le travail de sortie du mAtal, x =
4, 07 eV l'affinitd dlectronique du GaAs, Eg

=
1, 43

eV la largeur de sa bande interdite et 1fiB "
0, 57 eV l'dcart en dnergie entre le niveau de Fermi

EF et le niveau de Fermi intrinsAque E; darts le volume.

C~
=

24 nF/cm2 est la capacitd par unitd de surface du didlectrique (a-GaASN).
Nous obtenons Q

=
3, 9 x 10~~ cm~2

A partir des courbes de la figure 5, nous pouvons faire une (valuation de la rdpartition
dnergAtique de la densit6 des (tats d'interface par la mAthode de Terman [52].

Cette m4thode est simple et rapide. Mais elle est relativement impr4cise et son utilisation est

limitde aux structures prdsentant des fortes densitds d'dtats d'interface (> qq 10~~ cm~2 eV~~ ).
En effet, pour des densitds infdrieures, l'dcart entre les pentes des caractdristiques C(V) th40-

riques et expdrimentales est trop faible pour que cette m4thode puisse Atre appliqude de fa~on

fiable.

L'analyse Terman requiert d'autre part une connaissance prdcise du dopage du semiconduc-

teur au voisinage de la surface. En pratique il est souvent obtenu h partir de courbes C(V)

en forte ddpldtion. Une autre source possible d'erreurs provient du choix de la frdquence de
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Fig. 5. Caractdristiques capacitd-tension thdoriques et expdrimentale de la structure a-GaASN/c-
GaAs(n).
[Theoretical and experimental characteristics of a-GaASN/c-GaAs(n) structure.]

mesure. Il apparait en effet que pour certain type d'4tats d'interface, la fr4quence de mesure

I MHz soit insulfisante pour geler les piAges en r4gime de ddsertion, voire en r4gime d'inversion.

Concernant le GaAs, Meiners [53] a pu observer h partir de mesures C(V) h 150 MHz, qu'une

densit4 significative de piAges en surface #tait
en mesure de suivre les variations du signal de

mesure.

Malgr4 ces inconvdnients, cette mdthode est cependant toujours utilis4e pour I'#valuation

des densitds d'dtats d'interface pour diffdrentes configurations MIS [54].
Cependant, les spectres obtenus par cette mdthode doivent @tre considdrds avec prudence.

Pour la structure a-GaASN/c-GaAs(n) consid4rAe, la distribution 4nerg4tique de ces dtats

dans la bande interdite de GaAs est reprdsentde sur la figure 6.

L'dtude est limitde au rdgime de ddsertion. Les temps caractdristiques des piAges varient expo-

nentiellement avec le potentiel de surface et les (tats proches du niveau de Fermi sont trAs

rapides. Ils peuvent se charger et se ddcharger au rythme du signal test. Les points exclus de

l'analyse ont 4td entourds de maniAre approximative d'un grisd.
Comme nous pouvons le constater, la densitd d'dtat de surface est de l'ordre de 10~~ cm~2 eV~~
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Fig. 6. Distribution de la densitd des (tats de surface h l'interface a-GaASN/c-GaAs(n).
[Density of surface states distribution at the a-GaASN/c-GaAs(n) interface.]

au milieu du gap. Cette valeur est comparable h celles donn4es darts la litt6rature concemant

diff4rents type de diAlectriques [44, 54] et calculdes par la m@me mdthode. Ce rAsultat indique

que l'interface entre a-GaASN et GaAs(n) est de bonne qualitA.

Conclusion

En pulvdrisant de l'arsdniure de gallium en atmosphAre neutre d'argon, au dans un m41ange
r4actif d'argon et d'azote, sur des substrats monocristallins d'arsdniure de gallium de type n,

nous avons r4alis4 des structures a-GaAs/c-GaAs et a-GaASN/c-GaAs dans le but de tester

l'int4rAt de ces mat4riaux comme couche de passivation de GaAs.

Les jonctions a-GaAs/c-GaAs obtenues h temp4rature aInbiante, conduisent h des structures

ayant une densit4 de d4fauts importante. L'interprdtation des caract4ristiques dlectriques est

impossible par l'approximation des jonctions abruptes sans (tats d'interface. La rdsistivit4 du

a-GaAs (10~ Q cm) mesur4e h temp4rature ambiante s'est av4r4e Atre trap faible pour le but

recherch4.

Des couches minces de a-GaASN ant 4t4 d4pos4es par pulv4risation r4active dans un m41ange

d'argon et d'azote et h une temp4rature de 150 °C. Ces couches plus rdsistives permettent

d'obtenir des structures qui pr4sentent un comportement de type capacitd MIS.

Pour ces structures, les caract4ristiques 1(V) sent quasi-symdtriques avec des densit4s de cou-
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rant plus faibles de trois ordres de grandeur environ que celles des structures a-GaAs/c-GaAs.
Nous avons dtabli l'existence d'une charge positive fixe dans la couche de a-GaASN. La

rdpartition des dtats d'interface ddtermin4e par la mdthode de Terman est de 10~~ cm~~ eV~~

au milieu de la bande interdite. Ce r4sultat prouve que l'interface est de bonne qualit4. On

peut esp4rer am41iorer le dispositif en augmentant la rdsistivit4 du didlectrique utilis4.
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